
Fig.1 ID-VD characteristics of Ni-GaSb S/D GaSb pMOSFET. 

 

Fig.2 ID –VG characteristics of Ni-GaSb S/D GaSb 

pMOSFET and gate leakage at VD = -50 mV and -1V. 
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１．概要（Summary） 

半導体素子の微細化限界の問題を解決するため、金

属-絶縁膜-半導体 電界効果トランジスタ(MOSFET)の

チャネル材料に高移動度を有する新材料を用いる研究が

盛んに行われている。報告者はGaAs基板上に高い正孔

移動度を有する GaSb をチャネル材料に用いた GaSb 

pMOSFET を作製することを目的として、NPF の設備を

利用してパターニング、Ni蒸着を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

利用した装置 

・真空蒸着装置 ・i線露光装置 ・スピンコーター 

・ホットプレート 

GaSb基板上に high-k材料ゲート絶縁膜とゲート金属

を堆積させたウエハに i 線露光装置を用いて、トランジス

タのパターンを転写した。ソース・ドレイン領域に、真空蒸

着装置を用いて Ni を 25 nm 蒸着させた後、250℃でア

ニールしNi-GaSb alloy とすることで金属ソース・ドレイン

形成を試みた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 にゲート電圧 0.5 Vから - 1.5 Vまでの ID-VD

特性を示した。反転領域においてリークが抑制されており、

比較的良好なデバイス動作を確認した。Fig.2 にゲート

長 0.4 μm  の GaSb MOSFET  の IS-VG  特性を示

した。ON-OFF 比は〜100であった。一方で、OFF電流

が高いことからNi-GaSb とGaSbの界面でショットキー接

合が良好に形成されていないことが示唆された。GaSb ウ

エハの表面処理を最適化し、Ni-GaSb alloy を形成する

ことで、ソース・ドレイン領域の低抵抗化を目指す。 
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